
附圖 1—系爭專利 2圖式 

1. 系爭專利 2圖 1係離子植入處理系統的示意圖 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 系爭專利 2圖 2係另一態樣之離子植入處理系統的示意圖 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附圖 2—系爭產品 1主要圖示 
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附圖 3—系爭產品 2主要圖示 
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  附圖 4—乙證 7圖 2各種混合物的三氟化硼(BF3)容量圖 

     

 

 

 

 

 

 

附圖 5—乙證 6圖 1之習知離子植入裝置剖面示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附圖 6—乙證 8之產品外觀及其內含氣體純度分析 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



附圖 7—乙證 9之濃化穩定 Ge同位素表 

   

附圖 8—乙證 10 圖 1、圖 3A 示意圖 

     圖 1 習知離子植入機系統示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     圖 3A 離子源組態之示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 



附圖 9—乙證 13 圖 1 原位清洗處理後對離子源壽命延長示意圖 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附圖 10—乙證 14圖 3A 離子源組態示意圖 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附圖 11—乙證 15圖 1 確定植入半導基板雜質總劑量之方法 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附圖 12—乙證 16圖 11 形成半導體裝置之流程步驟 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


